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摘要(译)

薄膜半导体器件包括多个彼此交叉的信号和栅极互连。置于交叉点处的
像素至少有像素电极、薄膜晶体管和为薄膜晶体管遮光的光屏蔽带。光
屏蔽带由第一导电层制成，它至少有一部分用作栅极互连。栅极由不同
于第一导电层的第二导电层制成。用作栅极互连的第一导电层经接触孔
与每个像素区中构成栅极的第二导电层电连接。这样就改善了用作有源
矩阵液晶显示单元驱动衬底的薄膜半导体器件的像素孔径率。
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